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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を反映した信号電圧がゲートに印加されることにより前記信号電圧に対応した
駆動電流を流す駆動トランジスタと、前記駆動電流が流れることにより前記駆動電流に対
応した輝度で発光する発光素子と、ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタの
ゲートに接続されたスイッチトランジスタとを含む画素が行列状に配置された表示パネル
の検査方法であって、
　前記駆動トランジスタのゲート－ソース間に、当該駆動トランジスタの閾値電圧以下の
初期電圧を印加する初期電圧印加ステップと、
　（１）ゲート－ソース間に前記初期電圧が印加された状態の前記駆動トランジスタのソ
ース及びドレインの一方に、前記駆動電流を発生させるための電源電圧を印加する、また
は、（２）前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に前記電源電圧を印加した
状態で、前記駆動トランジスタのゲートに印加されたなら当該駆動トランジスタのゲート
－ソース間電圧が前記閾値電圧以上となる電圧と同じ電圧値を有する検査電圧を、前記ス
イッチトランジスタのソース及びドレインの他方またはゲートに印加する検査電圧印加ス
テップと、
　前記検査電圧印加ステップが実行された時点では発光せず、前記時点から所定の期間経
過後に発光した発光素子を有する画素を電流リーク不良画素であると判定する判定ステッ
プとを含む
　表示パネルの検査方法。
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【請求項２】
　前記所定の期間は、全ての前記画素を走査する期間である１フレーム期間より長い期間
である
　請求項１に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項３】
　前記スイッチトランジスタは、前記ソース及びドレインの他方が前記信号電圧を伝達す
るデータ線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタのゲート
に接続された選択トランジスタ、及び、前記ソース及びドレインの他方が閾値電圧を検出
するための参照電源線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジス
タのゲートに接続された参照トランジスタであり、
　前記検査電圧印加ステップでは、前記選択トランジスタと、前記参照トランジスタとを
非導通状態にし、前記データ線電圧を前記発光素子が発光しない電圧に設定した状態で、
前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に、前記電源電圧を印加し、
　前記判定ステップでは、前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に前記電源
電圧を印加した時には発光せず、前記電源電圧を印加した時から所定の期間経過後に発光
した発光素子を有する画素の前記駆動トランジスタを電流リーク不良であると判定する
　請求項１または２に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項４】
　前記スイッチトランジスタは、前記ソース及びドレインの他方が前記信号電圧を伝達す
るデータ線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタのゲート
に接続された選択トランジスタであり、
　前記検査電圧印加ステップでは、前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に
前記電源電圧を印加した状態、かつ、前記データ線電圧を前記発光素子が発光しない電圧
に設定した状態で、前記検査電圧を前記選択トランジスタのゲートに印加して前記選択ト
ランジスタを導通状態にし、
　前記判定ステップでは、前記選択トランジスタのゲートに前記検査電圧を印加した時に
は発光せず、前記検査電圧を印加した時から所定の期間経過後に発光した発光素子を有す
る画素の前記選択トランジスタを、ソースまたはドレインとゲートとの間において電流リ
ークが発生した不良であると判定する
　請求項１または２に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項５】
　前記検査電圧印加ステップでは、前記選択トランジスタのゲートに、行順次走査におけ
る１水平走査期間の２倍以上の期間をパルス幅とするパルス信号を前記検査電圧として連
続印加することにより、前記選択トランジスタを間欠的に導通状態にする
　請求項４に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項６】
　前記スイッチトランジスタは、前記ソース及びドレインの他方が前記信号電圧を伝達す
るデータ線とは異なる参照電源線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動
トランジスタのゲートに接続された参照トランジスタであり、
　前記検査電圧印加ステップでは、前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に
前記電源電圧を印加した状態で、前記検査電圧を前記参照トランジスタのゲートに印加し
て前記参照トランジスタを導通状態にし、
　前記判定ステップでは、前記参照トランジスタのゲートに前記検査電圧を印加した時に
は発光せず、前記検査電圧を印加した時から所定の期間経過後に発光した発光素子を有す
る画素の前記参照トランジスタを、ソースまたはドレインとゲートとの間において電流リ
ークが発生した不良であると判定する
　請求項１または２に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項７】
　前記検査電圧印加ステップでは、前記参照トランジスタのゲートに、行順次走査におけ
る１水平走査期間の２倍以上の期間をパルス幅とするパルス信号を前記検査電圧として連
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続印加することにより、前記参照トランジスタを間欠的に導通状態にする
　請求項６に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項８】
　前記スイッチトランジスタは、前記ソース及びドレインの他方が前記信号電圧を伝達す
るデータ線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタのゲート
に接続された選択トランジスタ、及び、前記ソース及びドレインの他方が閾値電圧を検出
するための参照電源線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジス
タのゲートに接続された参照トランジスタであり、
　前記検査電圧印加ステップでは、前記選択トランジスタと、前記参照トランジスタとを
非導通状態にし、前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に前記電源電圧を印
加した状態で、前記データ線の電圧を前記検査電圧に設定し、
　前記判定ステップでは、前記データ線の電圧が前記検査電圧に設定された時点には発光
せず、前記時点から所定の期間経過後に発光した発光素子を有する画素の前記選択トラン
ジスタを、ソース及びドレイン間において電流リークが発生した不良であると判定する
　請求項１または２に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項９】
　前記スイッチトランジスタは、前記ソース及びドレインの他方が前記信号電圧を伝達す
るデータ線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタのゲート
に接続された選択トランジスタ、及び、前記ソース及びドレインの他方が閾値電圧を検出
するための参照電源線に接続され、前記ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジス
タのゲートに接続された参照トランジスタであり、
　前記検査電圧印加ステップでは、前記選択トランジスタと、前記参照トランジスタとを
非導通状態にし、前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に前記電源電圧を印
加した状態で、前記参照電源線の電圧を前記検査電圧に設定し、
　前記判定ステップでは、前記参照電源線の電圧が前記検査電圧に設定された時点には発
光せず、前記時点から所定の期間経過後に発光した発光素子を有する画素の前記参照トラ
ンジスタを、ソース及びドレイン間において電流リークが発生した不良であると判定する
　請求項１または２に記載の表示パネルの検査方法。
【請求項１０】
　映像信号を反映した信号電圧がゲートに印加されることにより前記信号電圧に対応した
駆動電流をソース及びドレインに流す駆動トランジスタと、前記駆動電流が流れることに
より前記駆動電流に対応した輝度で発光する発光素子と、ソース及びドレインの一方が前
記駆動トランジスタのゲートに接続されたスイッチトランジスタとを、基板上に形成する
工程と、
　請求項１～９のいずれか１項に記載された表示パネルの検査方法とを含む
　表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示パネルの検査方法及び表示パネルの製造方法に関し、特に画素回路を構
成するトランジスタのリーク不良を検査する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光素子を用いた表示パネルとして、有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬディ
スプレイパネルが知られている。この有機ＥＬディスプレイパネルは、視野角特性が良好
で、消費電力が少ないという利点を有するため、次世代のＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）候補として注目されている。
【０００３】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機ＥＬ素子を含む画素
が２次元状に配置される。この画素を構成する画素回路は、例えば、複数の走査線と複数
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のデータ線との交点に、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉ
ｓｔｏｒ）を有する。このＴＦＴに駆動トランジスタのゲートが接続され、選択された走
査線を通じてこのＴＦＴがオン状態となることでデータ線からデータ信号が駆動トランジ
スタに入力され、有機ＥＬ素子が発光する。
【０００４】
　上記画素構成では、表示パネルの大画面化及び高精細化に対応して回路素子の微細化が
進行する。回路素子の微細化が進行するほど、上記各トランジスタ及び有機ＥＬ素子の性
能を確保するための回路素子の検査技術が重要となる。
【０００５】
　特許文献１では、表示装置のＴＦＴ基板を短時間かつ高精度にて検査する方法が開示さ
れている。具体的には、ソースまたはドレインの一方が駆動用ＴＦＴのドレインと電気的
に接続され、他方が隣接する列の信号線と電気的に接続され、ゲートが次行の走査線に接
続された検査用ＴＦＴにより、駆動用ＴＦＴの出力電流を隣接列の信号線を介して検査す
る。これにより、駆動用ＴＦＴにより流れる画素電流の検出と次行または次列の画素回路
への信号書き込みとを並行して行えるので、検査時間を短縮することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－５２１１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示された表示装置の検査方法では、出荷前の検査工程に
て、書き込み動作及び発光動作を行う行順次走査に対応させて、フレーム期間（６０Ｈｚ
または１２０Ｈｚ）のうちの１水平期間内に画素電流を計測する。このため、微小なリー
ク電流により経時的に変化する欠陥回路素子を検出することは困難であり、出荷後に輝点
不良または滅点不良へと転化する可能性のある画素を有する表示パネルを流出させてしま
う。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、微小なリーク電流により経時的に
変化する回路素子を高精度に検査する表示パネルの検査方法及び表示パネルの製造方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示パネル検査方法は、映像信号
を反映した信号電圧がゲートに印加されることにより前記信号電圧に対応した駆動電流を
流す駆動トランジスタと、前記駆動電流が流れることにより前記駆動電流に対応した輝度
で発光する発光素子と、ソース及びドレインの一方が前記駆動トランジスタのゲートに接
続されたスイッチトランジスタとを含む画素が行列状に配置された表示パネルの検査方法
であって、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間に、当該駆動トランジスタの閾値電
圧以下の初期電圧を印加する初期電圧印加ステップと、ゲート－ソース間に前記初期電圧
が印加された状態の前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に、前記駆動電流
を発生させるための電源電圧を印加する、または、前記スイッチトランジスタのソース及
びドレインの他方またはゲートに、前記駆動トランジスタのゲートに印加されたなら当該
駆動トランジスタのゲート－ソース間電圧が前記閾値電圧以上となる電圧である検査電圧
を印加する検査電圧印加ステップと、前記検査電圧印加ステップが実行された時点では発
光せず、前記時点から所定の期間経過後に発光した発光素子を有する画素を電流リーク不
良画素であると判定する判定ステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明に係る表示パネルの検査方法によれば、微小なリーク電流により経時的に変化す
る回路素子を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化す
る可能性のある画素を有する表示パネルを流出させることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示パネル検査装置を含む検査システムの構成を示
すブロック図である。
【図２】図２は、表示パネルの構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、画素の回路構成の一例及びその周辺回路との接続を表す図である。
【図４】図４は、本開示の表示パネルの製造方法を示す動作フローチャートである。
【図５】図５は、本開示の表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態１に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、実施の形態１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャー
トである。
【図８】図８は、実施の形態１に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチャー
トである。
【図９Ａ】図９Ａは、実施の形態２に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、実施の形態２に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチ
ャートである。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチ
ャートである。
【図１２】図１２は、実施の形態２の変形例１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路
図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明する動
作フローチャートである。
【図１４】図１４は、実施の形態２の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明するタ
イミングチャートである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、実施の形態２の変形例２係る画素回路の動作状態を表す回路図
である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、実施の形態２の変形例２に係る画素回路の動作状態を表す等価
回路図である。
【図１６】図１６は、実施の形態２の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明する動
作フローチャートである。
【図１７】図１７は、実施の形態２の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明するタ
イミングチャートである。
【図１８Ａ】図１８Ａは、実施の形態３に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、実施の形態３に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図であ
る。
【図１９】図１９は、実施の形態３に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチ
ャートである。
【図２０】図２０は、実施の形態３に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチ
ャートである。
【図２１】図２１は、実施の形態３の変形例１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路
図である。
【図２２】図２２は、実施の形態３の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明する動
作フローチャートである。
【図２３】図２３は、実施の形態３の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明するタ
イミングチャートである。
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【図２４Ａ】図２４Ａは、実施の形態３の変形例２に係る画素回路の動作状態を表す回路
図である。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、実施の形態３の変形例２に係る画素回路の動作状態を表す等価
回路図である。
【図２５】図２５は、実施の形態３の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明する動
作フローチャートである。
【図２６】図２６は、実施の形態３の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明するタ
イミングチャートである。
【図２７】図２７は、実施の形態に係る表示パネルの検査方法を用いて製造された薄型フ
ラットＴＶの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、表示パネルの検査方法及び表示パネルの製造方法の実施の形態について、図面を
用いて説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本開示における好ましい
一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材
料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、工程、並びに、工程の順序などは、一
例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素
のうち、本発明における最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素につい
ては、任意の構成要素として説明される。
【００１３】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００１４】
　（実施の形態１）
　以下、実施の形態１に係る表示パネルの検査装置、表示パネル検査方法及び表示パネル
の製造方法について、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　［１．表示パネル検査装置の構成］
　図１は、実施の形態１に係る表示パネル検査装置を含む検査システムの構成を示すブロ
ック図である。同図における検査システムは、検査対象である表示パネル４と、表示パネ
ル検査装置１とで構成される。表示パネル検査装置１は、表示パネル４に行列状に配置さ
れた画素の電流リーク不良を検査する装置であり、制御部１０と、カメラ２０と、記憶部
３０とを備える。制御部１０は、カメラ制御回路１１と、表示パネル制御回路１２と、演
算部１３とを備える。
【００１６】
　カメラ２０は、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カメラ
であり、表示パネル４を撮像する撮像装置である。カメラ２０は、行列状に配置された複
数の撮像素子が配置された撮像領域を含み、当該複数の撮像素子に入射光を集光させる撮
像レンズと、当該撮像レンズへの入射光の採光及び遮光を決定するシャッタとを有してい
る。上記構成により、カメラ２０は、表示パネル４に行列状に配置された画素から出射さ
れる光を、撮像レンズを介して撮像領域に入射する。複数の撮像素子のそれぞれは、入射
光を当該入射光の光量に対応した電荷量に変換する。なお、表示パネル４の中心軸と撮像
レンズの中心軸とが一致するよう、表示パネル４とカメラ２０とが位置調整されている。
これにより、例えば、撮像領域の中央部に配置された撮像素子は、表示パネル４の中央部
に配置された画素からの出射光を受光し当該出射光に対応した電荷量を生成する。撮像領
域の外周部に配置された撮像素子は、表示パネル４の外周部に配置された画素からの出射
光を受光し当該出射光に対応した電荷量を生成する。
【００１７】
　カメラ制御回路１１は、カメラ２０のシャッタの開閉をさせるカメラ制御部である。
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【００１８】
　表示パネル制御回路１２は、表示パネル４が有する走査線駆動回路４２及びデータ線駆
動回路４３を駆動し、画素が有する回路素子の動作制御を実行する。
【００１９】
　演算部１３は、カメラ２０で撮像された撮像データから、所定の時刻における各画素の
輝度値を求める。
【００２０】
　記憶部３０は、演算部１３で求められた各画素の輝度データを記憶するメモリである。
なお、記憶部３０は、制御部１０に内蔵されたメモリであってもよい。
【００２１】
　なお、本実施の形態では、各画素の点消灯を検出するためカメラ２０を用いているが、
カメラ以外の輝度計による輝度計測、または、視認により、各画素の点消灯を確認しても
よい。
【００２２】
　［２．表示パネルの構成］
　ここで、検査対象である表示パネル４の構成について説明する。
【００２３】
　図２は、表示パネルの構成を示すブロック図である。表示パネル４は、表示部４１と、
走査線駆動回路４２と、データ線駆動回路４３とを備える。
【００２４】
　表示部４１は、有機ＥＬ素子と当該有機ＥＬ素子を駆動する駆動素子とを含む画素が行
列状に配置された表示領域である。
【００２５】
　走査線駆動回路４２は、画素行ごとに配置された走査線を介して、階調データに対応し
た信号電圧の書き込みを行う画素行を選択する。
【００２６】
　データ線駆動回路４３は、画素列ごとに配置されたデータ線を介して、選択された画素
行に属する画素にデータ電圧を出力する。
【００２７】
　図３は、画素の回路構成の一例及びその周辺回路との接続を表す図である。同図におけ
る画素４００は、走査線４２４－４２７と、データ線４３４と、駆動トランジスタ４０１
と、有機ＥＬ素子４０２と、保持容量素子４０３と、選択トランジスタ４０４と、イネー
ブルトランジスタ４０５と、参照トランジスタ４０６と、初期化トランジスタ４０７とを
備える。また、周辺回路は、走査線駆動回路４２と、データ線駆動回路４３とで構成され
ている。
【００２８】
　走査線駆動回路４２は、走査線４２４－４２７に接続されており、選択トランジスタ４
０４、イネーブルトランジスタ４０５、参照トランジスタ４０６、及び初期化トランジス
タ４０７の導通及び非導通を制御する。
【００２９】
　データ線駆動回路４３は、データ線４３４に接続されており、映像信号を反映した信号
電圧を出力して、駆動トランジスタ４０１に流れる駆動電流を決定する。
【００３０】
　駆動トランジスタ４０１は、ゲートが選択トランジスタ４０４を介してデータ線４３４
に接続され、ソースが有機ＥＬ素子４０２のアノードに接続され、ドレインがイネーブル
トランジスタ４０５を介して正電源線（ＶＴＦＴ）に接続されている。これにより、駆動
トランジスタ４０１は、信号電圧を、当該信号電圧に対応した駆動電流に変換し、変換さ
れた駆動電流を有機ＥＬ素子４０２に供給する。
【００３１】
　有機ＥＬ素子４０２は、電流駆動型の発光素子として機能し、有機ＥＬ素子４０２のカ
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ソードは、負電源線（ＶＥＬ）に接続されている。
【００３２】
　保持容量素子４０３は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に接続されている
。保持容量素子４０３は、例えば、選択トランジスタ４０４がオフ状態となった後も、直
前のゲート－ソース間電圧を維持し、継続して駆動トランジスタ４０１から有機ＥＬ素子
４０２へ駆動電流を供給させる機能を有する。
【００３３】
　選択トランジスタ４０４は、ゲートが走査線４２４に接続されており、データ線４３４
の信号電圧を駆動トランジスタ４０１のゲートに供給するタイミングを制御するスイッチ
トランジスタである。
【００３４】
　イネーブルトランジスタ４０５は、ゲートが走査線４２５に接続されており、正電源線
の電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに供給するタイミングを制御す
る発光トランジスタである。
【００３５】
　参照トランジスタ４０６は、ゲートが走査線４２６に接続されており、閾値電圧を検出
するために設けられた参照電源線の参照電圧ＶＲＥＦを駆動トランジスタ４０１のゲート
に供給するタイミングを制御するスイッチトランジスタである。
【００３６】
　初期化トランジスタ４０７は、ゲートが走査線４２７に接続されており、初期化電源線
の初期化電圧ＶＩＮＩを駆動トランジスタ４０１のソースに供給するタイミングを制御す
る。
【００３７】
　なお、図３には記載されていないが、正電源線は電源に接続されている。また、負電源
線は、別の電源に接続、または接地されている。
【００３８】
　次に、図３に示された画素回路の駆動シーケンスについて説明する。
【００３９】
　［２－１．初期化期間］
　初期化トランジスタ４０７のみを導通状態として、駆動トランジスタ４０１のソース電
位を初期化電圧ＶＩＮＩに設定する。なお、初期化電圧ＶＩＮＩは、例えば、－３Ｖであ
る。
【００４０】
　［２－２．閾値電圧検出期間］
　参照トランジスタ４０６を導通状態とする。これにより、参照電圧ＶＲＥＦと初期化電
圧ＶＩＮＩとの差分電圧が、保持容量素子４０３に充電される。なお、参照電圧ＶＲＥＦ

は、例えば、３Ｖである。
【００４１】
　次に、初期化トランジスタ４０７を非導通状態とし、参照トランジスタ４０６を導通状
態に維持し、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態とする。このとき、初期化期間で
の電圧設定により有機ＥＬ素子４０２には電流が流れない状態でドレイン電流が流れ、駆
動トランジスタ４０１のソース電位が変化する。そして、保持容量素子４０３の両電極の
電位差（駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧）は、駆動トランジスタ４０１
の閾値電圧Ｖｔｈに相当する電位差となる。
【００４２】
　次に、イネーブルトランジスタ４０５を非導通状態にする。これにより、ドレイン電流
の供給が停止され、閾値電圧検出動作が完了する。なお、電源電圧ＶＴＦＴは、例えば、
１７．７Ｖであり、有機ＥＬ素子のカソード電圧ＶＥＬは、例えば、１．３Ｖである。
【００４３】
　［２－３．書き込み期間］
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　参照トランジスタ４０６を非導通状態とし、選択トランジスタ４０４を導通状態とする
ことで、書込み動作の準備がなされる。
【００４４】
　この状態で、データ線４３４を介して信号電圧であるデータ線電圧ＶＤＡが保持容量素
子４０３の第１電極に印加される。これにより、保持容量素子４０３には、閾値電圧検出
期間で保持された駆動トランジスタ４０１の閾値電圧Ｖｔｈに、データ線電圧ＶＤＡと参
照電圧ＶＲＥＦとの電圧差に対応した電圧が加算された電圧が記憶（保持）される。なお
、データ線電圧ＶＤＡは、階調データに応じて変化し、有機ＥＬ素子４０２を発光させな
い黒表示の場合のデータ線電圧ＶＤＡ（Ｌ）は、例えば、０Ｖである。
【００４５】
　［２－４．発光期間］
　選択トランジスタ４０４、参照トランジスタ４０６、及び初期化トランジスタ４０７を
非導通状態とし、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。これにより、保持容
量素子４０３に蓄えられた電圧に応じて有機ＥＬ素子４０２に駆動電流が流れ、当該駆動
電流に対応して有機ＥＬ素子４０２が発光する。
【００４６】
　［３．表示パネルの製造方法］
　図４は、本開示の表示パネルの製造方法を示す動作フローチャートである。本開示の表
示パネル４の製造方法は、表示パネル４の形成工程及びリーク不良画素の検出工程を含む
。
【００４７】
　まず、表示パネル基板上に表示パネル４を形成する（Ｓ１）。具体的には、例えば、図
３に示された駆動トランジスタ４０１、保持容量素子４０３、選択トランジスタ４０４、
イネーブルトランジスタ４０５、参照トランジスタ４０６、初期化トランジスタ４０７、
データ線４３４、及び走査線４２４－４２７などを適宜配置させた駆動回路層を形成する
。次に、上記駆動回路層の上に、当該駆動回路層の平坦化工程を経た後、有機ＥＬ素子４
０２を有する発光層を形成する。上記発光層は、例えば、陽極、正孔注入層、正孔輸送層
、有機発光層、バンク層、電子注入層、及び透明陰極を有する。
【００４８】
　次に、リーク不良画素を検出する（Ｓ２）。以下、本開示に係る表示パネルの製造方法
の要部であるステップＳ２について、表示パネル４の検査方法として詳細に説明する。
【００４９】
　［４．表示パネルの検査方法］
　上記画素回路を構成する各トランジスタが、ソース、ドレイン、及びゲートの間で短絡
不良などを有する場合、当該短絡不良のトランジスタを有する画素は、駆動トランジスタ
のドレインに電源電圧が供給された時点、または、駆動トランジスタのドレインに電源電
圧が供給された状態で駆動トランジスタのゲートに接続された周辺のトランジスタに所定
の電圧が印加された時点で輝点画素または滅点画素となる。この輝点画素または滅点画素
を検出するため、従来の製造工程における点灯検査では、１フレーム期間（６０Ｈｚまた
は１２０Ｈｚ）、または、１水平期間程度の点灯期間により撮像された画像データにより
、各画素の輝度を計測することで不良画素を検出する。しかしながら、上述した画像表示
駆動のシーケンスにおいて、微小なリーク電流が流れるトランジスタにより経時的に不良
へと転化する画素を検出することは困難である。つまり、製造工程における上記シーケン
スでの点灯確認検査では正常画素と判定されるが、出荷後に輝点不良または滅点不良へと
転化する画素を有する表示パネルを流出させてしまう。
【００５０】
　これに対して、本実施の形態に係る表示パネルの検査方法では、微小なリーク電流によ
り経時的に変化する各トランジスタを、出荷前の製造段階で高精度に検査することが可能
である。
【００５１】
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　以下、本実施の形態に係る表示パネル検査方法を、図５～図８を用いて説明する。
【００５２】
　図５は、本開示の表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャートである。
【００５３】
　まず、表示パネル制御回路１２は、選択トランジスタ４０４を導通状態にしてデータ線
４３４から所定の電圧を保持容量素子４０３の第１電極に印加する。また、表示パネル制
御回路１２は、初期化トランジスタ４０７を導通状態にして初期化電源線から初期化電圧
ＶＩＮＩを保持容量素子４０３の第２電極に印加する。これらにより、駆動トランジスタ
４０１のゲート－ソース間に、閾値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１０）
。なお、本ステップにて保持容量素子４０３の第１電極に印加される上記所定の電圧は、
データ線４３４から供給される代わりに、参照電源線から供給されてもよい。つまり、保
持容量素子４０３の第１電極－第２電極間に保持される電圧が、閾値電圧Ｖｔｈ以下であ
るように設定されればよい。
【００５４】
　次に、表示パネル制御回路１２は、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にして正
電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加する（Ｓ２０）
。または、表示パネル制御回路１２は、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にした
状態で、選択トランジスタ４０４または参照トランジスタ４０６ドレインまたはゲートに
、駆動トランジスタ４０１のゲートに印加されたなら駆動トランジスタ４０１のゲート－
ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以上となる電圧である検査電圧を印加する（Ｓ２０）。
【００５５】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２０が実行された時点には発光せず、当該時点から所
定の期間経過後に発光した画素４００が存在するか否かを検査する（Ｓ３０）。具体的に
は、制御部１０が、ステップＳ２０を実行した瞬間（または直後）の表示部４１の撮像デ
ータ、及び、当該瞬間から所定の期間経過後の表示部４１の撮像データを取得する。そし
て、演算部１３が上記２種類の撮像データを比較することにより、ステップＳ２０を実行
した瞬間には発光せず、当該瞬間から所定の期間経過後に発光した画素４００を検出する
。
【００５６】
　ここで、上記所定の期間とは、例えば、表示部４１の最上行から最下行まで、全ての画
素行を各１回順次走査する期間である１フレーム期間より長い期間である。より具体的に
は、上記所定の期間とは、６０Ｈｚまたは１２０Ｈｚで走査される通常の映像表示におい
て１フレーム期間が１６．７ｍ秒または８．３ｍ秒であるのに対し、例えば、数十ｍ秒で
ある。
【００５７】
　次に、制御部１０は、ステップＳ２０を実行した時点では発光せず、当該時点から上記
所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（Ｓ３０でＹ）、当該画素４０
０を、リーク電流が発生しているトランジスタを有する画素、いわゆるリーク不良画素で
あると判定する（Ｓ４０）。
【００５８】
　一方、制御部１０は、ステップＳ２０を実行した時点では発光せず、当該時点から所定
の期間経過後でも発光しない画素４００を（Ｓ３０でＮ）、正常画素であると判定する（
Ｓ５０）。
【００５９】
　上記ステップＳ４０において、リーク不良画素と判定された画素４００の不良原因とし
ては以下が挙げられる。つまり、上記所定の期間の経過中に、例えば、駆動トランジスタ
４０１、選択トランジスタ４０４、及び参照トランジスタ４０６のいずれかのソース、ド
レイン及びゲートの間でリーク電流が流れ出す。これにより、駆動トランジスタ４０１の
ゲート電位が、経時的に、電源電圧ＶＴＦＴ、データ線電圧ＶＤＡ、参照電圧ＶＲＥＦ、
走査線４２４電圧、及び走査線４２６電圧のいずれかの電位へと上昇する。結果的に、上



(11) JP 6167374 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

記所定の期間経過後には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧
Ｖｔｈより大きい電圧となることで、駆動トランジスタ４０１が導通状態となり、有機Ｅ
Ｌ素子４０２が発光する。
【００６０】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化するトランジスタを高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【００６１】
　なお、ステップＳ１０において、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に印加さ
れる初期電圧は、駆動トランジスタ４０１の閾値電圧Ｖｔｈであること、または、できる
限り閾値電圧Ｖｔｈに近い電圧であることが好ましい。これにより、リーク電流を発生し
ているトランジスタにより駆動トランジスタ４０１が導通状態となる時期を早くでき、経
時後発光する有機ＥＬ素子４０２の発光開始時期を早くすることが可能となる。よって、
製造段階における検査工程を短縮化できる。
【００６２】
　［５．駆動トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法］
　以下、本実施の形態では、画素回路を構成する各トランジスタのうち、特に、駆動トラ
ンジスタ４０１が電流リークを発生させる場合の検査方法を具体的に説明する。
【００６３】
　図６Ａは、実施の形態１に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。また、図６Ｂ
は、実施の形態１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である。また、図７は、実
施の形態１に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャートである。また、図
８は、実施の形態１に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチャートである。
図６Ａ及び図６Ｂには、上記ステップＳ２０における回路状態の一例が示されている。
【００６４】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１１）。
【００６５】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図８に示すように、時刻ｔ０において、走査線４２
５にハイレベルの電圧を供給して、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。こ
れにより、正電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加す
る（Ｓ２１）。また、表示パネル制御回路１２は、走査線４２４、走査線４２６、及び走
査線４２７にローレベルの電圧を供給して、選択トランジスタ４０４、参照トランジスタ
４０６、及び初期化トランジスタ４０７を非導通状態にする。また、データ線４３４電圧
ＶＤＡを、有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧（Ｌ）に設定する。
【００６６】
　次に、演算部１３は、ステップＳ１１で電源電圧ＶＴＦＴが駆動トランジスタ４０１の
ドレインに印加された瞬間には発光せず、当該瞬間から所定の期間経過後に発光した画素
４００が存在するか否かを検査する（Ｓ３１）。
【００６７】
　制御部１０は、電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加した瞬間
には発光せず、当該瞬間から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（
Ｓ３１でＹ）、駆動トランジスタ４０１にリーク電流が発生している画素４００、いわゆ
るリーク不良画素であると判定する（Ｓ４１）。
【００６８】
　本回路動作では、例えば、図６Ｂに示されたように、駆動トランジスタ４０１のゲート
－ドレイン間に接合不良がある画素４００を検出することが可能となる。具体的には、上
記所定の期間の経過中に、例えば、駆動トランジスタ４０１のドレインに電源電圧ＶＴＦ

Ｔが供給されているので、上記接合不良により駆動トランジスタ４０１のドレインからゲ
ートへとリーク電流が流れ出す。これにより、図８に示すように、駆動トランジスタ４０
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１のゲート電圧は、経時的に、電源電圧ＶＴＦＴへ向かって上昇する。図８において、時
刻ｔ１１には、リーク電流が流れ駆動トランジスタ４０１のゲート電圧が上昇し始める。
そして、時刻ｔ２１には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧
Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始する。そして、時刻ｔ３
１、つまり、上記所定の期間（時刻ｔ０－ｔ３１）経過後において、制御部１０は、リー
ク不良画素の発光を検出する。
【００６９】
　一方、制御部１０は、電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加し
た瞬間には発光せず、時刻ｔ３１（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない画素
４００（Ｓ３１でＮ）を、正常画素であると判定する（Ｓ５１）。
【００７０】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する駆動トランジスタ４
０１を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能
性のある画素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【００７１】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、選択トランジスタ４０４に電流リークが発生する場合の表示パネル
の検査方法について説明する。本実施の形態に係る表示パネルの検査方法は、実施の形態
１に係る表示パネルの検査方法と比較して、画素４００の回路構成が同じで、リーク不良
画素の検出手順のみが異なる。以下、実施の形態１と同じ点は説明を省略し、異なる点を
中心に説明する。
【００７２】
　［１．選択トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法１］
　図９Ａは、実施の形態２に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。また、図９Ｂ
は、実施の形態２に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である。また、図１０は、
実施の形態２に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャートである。また、
図１１は、実施の形態２に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチャートであ
る。
【００７３】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１２）。
【００７４】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図１１に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２４及び走査線４２５にハイレベルの電圧を供給して、選択トランジスタ４０４及びイネ
ーブルトランジスタ４０５を導通状態にする（Ｓ２２）。これにより、正電源線から電源
電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加する。また、表示パネル制御回
路１２は、走査線４２６及び走査線４２７にローレベルの電圧を供給して、参照トランジ
スタ４０６及び初期化トランジスタ４０７を非導通状態にする。また、データ線４３４電
圧ＶＤＡを、有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧（Ｌ）に設定する。ここで、走査線４
２４に供給されるハイレベルの電圧とは、駆動トランジスタ４０１のゲートに印加された
なら駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以上となる検査電
圧である。
【００７５】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２２で走査線４２４に上記検査電圧が供給された時点
には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が存在するか否かを
検査する（Ｓ３２）。
【００７６】
　制御部１０は、走査線４２４に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、当該時点
から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（Ｓ３２でＹ）、選択トラ
ンジスタ４０４にリーク電流が発生している画素４００、いわゆるリーク不良画素である
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と判定する（Ｓ４２）。
【００７７】
　本回路動作では、例えば、図９Ｂに示されたように、選択トランジスタ４０４のゲート
－ソース間またはゲート－ドレイン間に接合不良がある画素４００を検出することが可能
となる。具体的には、上記所定の期間の経過中に、例えば、選択トランジスタ４０４のゲ
ートに、選択トランジスタ４０４が導通状態となるハイレベルの走査線電圧Ｖ４２４が供
給されているので、上記接合不良により選択トランジスタ４０４のゲートからソース、ま
たは、ゲートからドレインを経由してソースへとリーク電流が流れ出す。これにより、図
１１に示すように、駆動トランジスタ４０１のゲート電圧は、経時的に、走査線電圧Ｖ４

２４へ向かって上昇する。ここで、走査線電圧Ｖ４２４は、上記検査電圧である。よって
、図１１において、時刻ｔ１２には、リーク電流が流れ駆動トランジスタ４０１のゲート
電圧が上昇し始める。そして、時刻ｔ２２には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソー
ス間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始す
る。そして、時刻ｔ３２、つまり、上記所定の期間（時刻ｔ０－ｔ３２）経過後において
、制御部１０は、リーク不良画素の発光を検出する。なお、選択トランジスタ４０４が導
通状態となるハイレベルの走査線電圧Ｖ４２４は、例えば、２８Ｖである。
【００７８】
　一方、制御部１０は、走査線４２４に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、時
刻ｔ３２（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない画素４００（Ｓ３２でＮ）を
、正常画素であると判定する（Ｓ５２）。
【００７９】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４
０４を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能
性のある画素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【００８０】
　なお、上記ステップＳ２２において、時刻ｔ０に走査線４２４及び走査線４２５にハイ
レベルの電圧を供給して、選択トランジスタ４０４及びイネーブルトランジスタ４０５を
同時に導通状態としたが、これに限られない。上記ステップＳ２２において、例えば、ま
ず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトランジ
スタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻ｔ０
１に、走査線４２４にハイレベルの電圧を供給して選択トランジスタ４０４を導通状態と
してもよい。これによれば、まず、時刻ｔ０～時刻ｔ０１において、実施の形態１に係る
駆動トランジスタ４０１の電流リーク検査方法が実現できる。そして、駆動トランジスタ
４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降にて、選択トランジスタ４０４の電流リーク検査
が実施される。これによれば、リーク不良画素の原因となるトランジスタを、より高精度
に特定することが可能となる。
【００８１】
　［２．選択トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法２］
　上記実施の形態２に係る表示パネルの検査方法では、選択トランジスタ４０４の接合不
良の度合い、つまり、ゲート、ソース及びドレイン間の抵抗値により、選択トランジスタ
４０４の電流リーク不良を効果的に検出できない場合がある。例えば、選択トランジスタ
４０４のゲート－ソース間またはゲート－ドレイン間に接合不良などがある場合、ステッ
プＳ２２において走査線４２４にハイレベルの走査線電圧Ｖ４２４を印加しても、駆動ト
ランジスタ４０１のゲート電圧が経時的に上昇しないことが想定される。例えば、走査線
４２４に印加された上記走査線電圧Ｖ４２４により選択トランジスタ４０４のゲートから
ソースまたはドレインに流れ込むリーク電流が、駆動トランジスタ４０１のゲートに向か
って流れずに、データ線４３４に向かって流れ込む。この場合には、選択トランジスタ４
０４に電流リーク不良があるにもかかわらず、所定の期間経過後であっても、駆動トラン
ジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は上昇せず、有機ＥＬ素子４０２は発光しない。
【００８２】
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　これに対して、本実施の形態の変形例１に係る表示パネルの検査方法によれば、選択ト
ランジスタ４０４で発生したリーク電流を、効果的かつ選択的に保持容量素子４０３へ充
電することが可能となる。以下、実施の形態２の変形例１に係る表示パネルの検査方法に
ついて説明する。
【００８３】
　図１２は、実施の形態２の変形例１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である
。また、図１３は、実施の形態２の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明する動作
フローチャートである。また、図１４は、実施の形態２の変形例１に係る表示パネルの検
査方法を説明するタイミングチャートである。
【００８４】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１３）。
【００８５】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図１４に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２５にハイレベルの電圧を供給して、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。
これにより、正電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加
する。また、表示パネル制御回路１２は、走査線４２６及び走査線４２７にローレベルの
電圧を供給して、参照トランジスタ４０６及び初期化トランジスタ４０７を非導通状態に
する。また、データ線４３４電圧ＶＤＡを、有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧（Ｌ）
に設定する。さらに、表示パネル制御回路１２は、走査線４２４に、行順次走査における
１水平走査期間の２倍の期間（２Ｈ）をパルス幅とするパルス信号を検査電圧として連続
出力することにより、選択トランジスタ４０４のゲートに２Ｈの期間をパルス幅とするパ
ルス信号を連続印加する（Ｓ２３）。これにより、選択トランジスタ４０４を間欠的に導
通状態にする。なお、本ステップで選択トランジスタ４０４のゲートに印加されるパルス
信号のピーク電圧は、例えば、２８Ｖである。
【００８６】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２３で電源電圧ＶＴＦＴが駆動トランジスタ４０１の
ドレインに印加された瞬間には発光せず、当該瞬間から所定の期間経過後に発光した画素
４００が存在するか否かを検査する（Ｓ３３）。
【００８７】
　制御部１０は、選択トランジスタ４０４のゲートに上記パルス信号の供給が開始された
時点には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場
合（Ｓ３３でＹ）、選択トランジスタ４０４にリーク電流が発生している画素４００、い
わゆるリーク不良画素であると判定する（Ｓ４３）。
【００８８】
　本回路動作では、例えば、図１２に示されたように、選択トランジスタ４０４のゲート
－ソース間の等価回路がツェナダイオードで表されるような接合不良形態がある画素４０
０を検出することが可能となる。具体的には、上記所定の期間の経過中に、選択トランジ
スタ４０４のゲートに、２Ｈパルス幅を有するパルス信号を供給する。これにより、選択
トランジスタ４０４のゲートからデータ線４３４に向かって電流は流れず、選択トランジ
スタ４０４のゲートからソースを経由して保持容量素子４０３に向かって、いわゆるピー
ク整流された電流が流れる。これにより、図１４に示すように、駆動トランジスタ４０１
のゲート電圧は、経時的に、走査線電圧Ｖ４２４のパルス電圧ピーク値に向かって上昇す
る。図１４において、時刻ｔ１３には、保持容量素子４０３へ向かってリーク電流が流れ
駆動トランジスタ４０１のゲート電圧が上昇し始める。そして、時刻ｔ２３には、駆動ト
ランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有
機ＥＬ素子４０２が発光を開始する。そして、時刻ｔ３３、つまり、上記所定の期間（時
刻ｔ０－ｔ３３）経過後において、制御部１０は、リーク不良画素の発光を検出する。
【００８９】
　一方、制御部１０は、選択トランジスタ４０４のゲートに上記パルス信号の供給が開始
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された時点には発光せず、時刻ｔ３３（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない
画素４００（Ｓ３３でＮ）を、正常画素であると判定する（Ｓ５３）。
【００９０】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４
０４を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する画素
を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【００９１】
　なお、上記変形例１では、ステップＳ２３において、走査線４２４に、行順次走査にお
ける１水平走査期間の２倍の期間（２Ｈ）をパルス幅とするパルス信号を連続出力したが
、選択トランジスタ４０４のゲート－ソース間の接合形態及び抵抗値に応じて、２Ｈより
も長いパルス幅を有するパルス信号を連続出力してもよい。
【００９２】
　なお、上記ステップＳ２３において、時刻ｔ０に走査線４２４及び走査線４２５にハイ
レベルの電圧を供給して、選択トランジスタ４０４及びイネーブルトランジスタ４０５を
同時に導通状態としたが、これに限られない。上記ステップＳ２３において、例えば、ま
ず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトランジ
スタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻ｔ０
１に、走査線４２４にパルス信号を連続供給し始め選択トランジスタ４０４を導通状態と
してもよい。これによれば、まず、時刻ｔ０～時刻ｔ０１において、実施の形態１に係る
駆動トランジスタ４０１の電流リーク検査方法が実現できる。そして、駆動トランジスタ
４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降にて、選択トランジスタ４０４の電流リーク検査
が実施される。これによれば、リーク不良画素の原因となるトランジスタを、より高精度
に特定することが可能となる。
【００９３】
　［３．選択トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法３］
　上記実施の形態２及びその変形例１に係る表示パネルの検査方法は、選択トランジスタ
４０４のゲート－ソース間またはゲート－ドレイン間の電流リーク不良を検出するもので
ある。これに対して、本実施の形態の変形例２では、選択トランジスタ４０４のソース－
ドレイン間の電流リーク不良を検出するものである。以下、実施の形態２の変形例２に係
る表示パネルの検査方法について説明する。
【００９４】
　図１５Ａは、実施の形態２の変形例２係る画素回路の動作状態を表す回路図である。ま
た、図１５Ｂは、実施の形態２の変形例２に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図で
ある。また、図１６は、実施の形態２の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明する
動作フローチャートである。また、図１７は、実施の形態２の変形例２に係る表示パネル
の検査方法を説明するタイミングチャートである。
【００９５】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１４）。
【００９６】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図１７に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２５にハイレベルの電圧を供給して、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。
これにより、正電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加
する。また、表示パネル制御回路１２は、走査線４２４、４２６及び４２７にローレベル
の電圧を供給して、選択トランジスタ４０４、参照トランジスタ４０６及び初期化トラン
ジスタ４０７を非導通状態にする。この状態で、データ線４３４電圧ＶＤＡを、有機ＥＬ
素子４０２が発光する電圧（Ｈ）に設定する（Ｓ２４）。ここで、データ線４３４に供給
される、有機ＥＬ素子４０２が発光する電圧（Ｈ）とは、駆動トランジスタ４０１のゲー
トに印加されたなら駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以
上となる検査電圧である。なお、本ステップにおいてデータ線４３４に設定される電圧Ｖ



(16) JP 6167374 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

ＤＡは、例えば、１２Ｖである。
【００９７】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２４でデータ線４３４に上記検査電圧が供給された時
点には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が存在するか否か
を検査する（Ｓ３４）。
【００９８】
　制御部１０は、データ線４３４に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、当該時
点から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（Ｓ３４でＹ）、選択ト
ランジスタ４０４にリーク電流が発生している画素４００、いわゆるリーク不良画素であ
ると判定する（Ｓ４４）。
【００９９】
　本回路動作では、例えば、図１５Ｂに示されたように、選択トランジスタ４０４のソー
ス－ドレイン間に接合不良がある画素４００を検出することが可能となる。具体的には、
上記所定の期間の経過中に、例えば、データ線４３４に有機ＥＬ素子４０２が発光する電
圧（Ｈ）が供給されている。これにより、上記接合不良により選択トランジスタ４０４の
ドレインからソースへとリーク電流が流れ出す。これにより、図１７に示すように、駆動
トランジスタ４０１のゲート電圧は、経時的に、データ線４３４電圧ＶＤＡへ向かって上
昇する。ここで、データ線４３４電圧ＶＤＡは、上記検査電圧である。よって、図１７に
おいて、時刻ｔ１４には、リーク電流が流れ駆動トランジスタ４０１のゲート電圧が上昇
し始める。そして、時刻ｔ２４には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は
、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始する。そして
、時刻ｔ３４、つまり、上記所定の期間（時刻ｔ０－ｔ３４）経過後において、制御部１
０は、リーク不良画素の発光を検出する。
【０１００】
　一方、制御部１０は、データ線４３４に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、
時刻ｔ３４（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない画素４００（Ｓ３４でＮ）
を、正常画素であると判定する（Ｓ５４）。
【０１０１】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４
０４を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する画素
を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１０２】
　なお、上記ステップＳ２４において、時刻ｔ０にデータ線４３４及び走査線４２５にハ
イレベルの電圧を供給したが、これに限られない。上記ステップＳ２４において、例えば
、まず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトラ
ンジスタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻
ｔ０１に、データ線４３４に上記検査電圧を供給してもよい。これによれば、まず、時刻
ｔ０～時刻ｔ０１において、実施の形態１に係る駆動トランジスタ４０１の電流リーク検
査方法が実現できる。そして、駆動トランジスタ４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降
にて、選択トランジスタ４０４の電流リーク検査が実施される。これによれば、リーク不
良画素の原因となるトランジスタを、より高精度に特定することが可能となる。
【０１０３】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、参照トランジスタ４０６に電流リークが発生する場合の表示パネル
の検査方法について説明する。本実施の形態に係る表示パネルの検査方法は、実施の形態
１に係る表示パネルの検査方法と比較して、画素４００の回路構成が同じで、リーク不良
画素の検出手順のみが異なる。以下、実施の形態１と同じ点は説明を省略し、異なる点を
中心に説明する。
【０１０４】
　［１．参照トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法１］
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　図１８Ａは、実施の形態３に係る画素回路の動作状態を表す回路図である。また、図１
８Ｂは、実施の形態３に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である。また、図１９
は、実施の形態３に係る表示パネルの検査方法を説明する動作フローチャートである。ま
た、図２０は、実施の形態３に係る表示パネルの検査方法を説明するタイミングチャート
である。
【０１０５】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１５）。
【０１０６】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図２０に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２６及び走査線４２５にハイレベルの電圧を供給して、参照トランジスタ４０６及びイネ
ーブルトランジスタ４０５を導通状態にする（Ｓ２５）。これにより、正電源線から電源
電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加する。また、表示パネル制御回
路１２は、走査線４２４及び走査線４２７にローレベルの電圧を供給して、選択トランジ
スタ４０４及び初期化トランジスタ４０７を非導通状態にする。また、データ線４３４電
圧ＶＤＡを、有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧（Ｌ）に設定する。ここで、走査線４
２６に供給されるハイレベルの電圧とは、駆動トランジスタ４０１のゲートに印加された
なら駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以上となる検査電
圧である。
【０１０７】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２５で走査線４２６に上記検査電圧が供給された時点
には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が存在するか否かを
検査する（Ｓ３５）。
【０１０８】
　制御部１０は、走査線４２６に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、当該時点
から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（Ｓ３５でＹ）、参照トラ
ンジスタ４０６にリーク電流が発生している画素４００、いわゆるリーク不良画素である
と判定する（Ｓ４４）。
【０１０９】
　本回路動作では、例えば、図１８Ｂに示されたように、参照トランジスタ４０６のゲー
ト－ソース間またはゲート－ドレイン間に接合不良がある画素４００を検出することが可
能となる。具体的には、上記所定の期間の経過中に、例えば、参照トランジスタ４０６の
ゲートに走査線電圧Ｖ４２６が供給されているので、上記接合不良により参照トランジス
タ４０６のゲートからソース、または、ゲートからドレインを経由してソースへとリーク
電流が流れ出す。これにより、図２０に示すように、駆動トランジスタ４０１のゲート電
圧は、経時的に、走査線電圧Ｖ４２６へ向かって上昇する。ここで、走査線電圧Ｖ４２６

は、上記検査電圧である。よって、図２０において、時刻ｔ１５には、リーク電流が流れ
駆動トランジスタ４０１のゲート電圧が上昇し始める。そして、時刻ｔ２５には、駆動ト
ランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有
機ＥＬ素子４０２が発光を開始する。そして、時刻ｔ３５、つまり、上記所定の期間（時
刻ｔ０－ｔ３５）経過後において、制御部１０は、リーク不良画素の発光を検出する。
【０１１０】
　一方、制御部１０は、走査線４２６に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、時
刻ｔ３５（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない画素４００（Ｓ３５でＮ）を
、正常画素であると判定する（Ｓ５５）。
【０１１１】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４
０６を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する画素
を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１１２】
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　なお、上記ステップＳ２５において、時刻ｔ０に走査線４２６及び走査線４２５にハイ
レベルの電圧を供給して、参照トランジスタ４０６及びイネーブルトランジスタ４０５を
同時に導通状態としたが、これに限られない。上記ステップＳ２５において、例えば、ま
ず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトランジ
スタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻ｔ０
１に、走査線４２６にハイレベルの電圧を供給して参照トランジスタ４０６を導通状態と
してもよい。これによれば、まず、時刻ｔ０～時刻ｔ０１において、実施の形態１に係る
駆動トランジスタ４０１の電流リーク検査方法が実現できる。そして、駆動トランジスタ
４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降にて、参照トランジスタ４０６の電流リーク検査
が実施される。これによれば、リーク不良画素の原因となるトランジスタを、より高精度
に特定することが可能となる。
【０１１３】
　［２．参照トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法２］
　上記実施の形態３に係る表示パネルの検査方法では、参照トランジスタ４０６の接合不
良の度合い、つまり、ゲート、ソース及びドレイン間の抵抗値により、参照トランジスタ
の電流リーク不良を効果的に検出できない場合がある。例えば、参照トランジスタ４０６
のゲート－ソース間またはゲート－ドレイン間に接合不良などがある場合、ステップＳ２
５において走査線４２６にハイレベルの走査線電圧Ｖ４２６を印加しても、駆動トランジ
スタ４０１のゲート電圧が経時的に上昇しないことが想定される。例えば、走査線４２６
に印加された上記走査線電圧Ｖ４２６により参照トランジスタ４０６のゲートからソース
またはドレインに流れ込むリーク電流が、駆動トランジスタ４０１のゲートに向かって流
れずに、参照電源線に向かって流れ込む。この場合には、参照トランジスタ４０６に電流
リーク不良があるにもかかわらず、所定の期間経過後であっても、駆動トランジスタ４０
１のゲート－ソース間電圧は上昇せず、有機ＥＬ素子４０２は発光しない。
【０１１４】
　これに対して、本実施の形態の変形例１に係る表示パネルの検査方法によれば、参照ト
ランジスタ４０６で発生したリーク電流を、効果的かつ選択的に保持容量素子４０３へ充
電することが可能となる。以下、実施の形態３の変形例１に係る表示パネルの検査方法に
ついて説明する。
【０１１５】
　図２１は、実施の形態３の変形例１に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図である
。また、図２２は、実施の形態３の変形例１に係る表示パネルの検査方法を説明する動作
フローチャートである。また、図２３は、実施の形態３の変形例１に係る表示パネルの検
査方法を説明するタイミングチャートである。
【０１１６】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１６）。
【０１１７】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図２３に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２５にハイレベルの電圧を供給して、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。
これにより、正電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加
する。また、表示パネル制御回路１２は、走査線４２４及び走査線４２７にローレベルの
電圧を供給して、選択トランジスタ４０４及び初期化トランジスタ４０７を非導通状態に
する。また、データ線４３４電圧ＶＤＡを、有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧（Ｌ）
に設定する。さらに、表示パネル制御回路１２は、走査線４２６に、行順次走査における
１水平走査期間の２倍の期間（２Ｈ）をパルス幅とするパルス信号を検査電圧として連続
出力することにより、参照トランジスタ４０６のゲートに２Ｈの期間をパルス幅とするパ
ルス信号を連続印加する（Ｓ２６）。これにより、参照トランジスタ４０６を間欠的に導
通状態にする。なお、本ステップで参照トランジスタ４０６のゲートに印加されるパルス
信号のピーク電圧は、例えば、２８Ｖである。
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【０１１８】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２６で電源電圧ＶＴＦＴが駆動トランジスタ４０１の
ドレインに印加された瞬間には発光せず、当該瞬間から所定の期間経過後に発光した画素
４００が存在するか否かを検査する（Ｓ３６）。
【０１１９】
　制御部１０は、参照トランジスタ４０６のゲートに上記パルス信号の供給が開始された
時点には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場
合（Ｓ３６でＹ）、参照トランジスタ４０６にリーク電流が発生している画素４００、い
わゆるリーク不良画素であると判定する（Ｓ４６）。
【０１２０】
　本回路動作では、例えば、図２１に示されたように、参照トランジスタ４０６のゲート
－ソース間の等価回路がツェナダイオードで表されるような接合不良形態がある画素４０
０を検出することが可能となる。具体的には、上記所定の期間の経過中に、参照トランジ
スタ４０６のゲートに、２Ｈパルス幅を有するパルス信号を供給する。これにより、参照
トランジスタ４０６のゲートから参照電源線に向かって電流は流れず、参照トランジスタ
４０６のゲートからソースを経由して保持容量素子４０３に向かって、いわゆるピーク整
流された電流が流れる。これにより、図２３に示すように、駆動トランジスタ４０１のゲ
ート電圧は、経時的に、走査線電圧Ｖ４２６のピーク電圧値に向かって上昇する。図２３
において、時刻ｔ１６には、保持容量素子４０３へ向かってリーク電流が流れ駆動トラン
ジスタ４０１のゲート電圧が上昇し始める。そして、時刻ｔ２６には、駆動トランジスタ
４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子
４０２が発光を開始する。そして、時刻ｔ３６、つまり、上記所定の期間（時刻ｔ０－ｔ
３６）経過後において、制御部１０は、リーク不良画素の発光を検出する。
【０１２１】
　一方、制御部１０は、参照トランジスタ４０６のゲートに上記パルス信号の供給が開始
された時点には発光せず、時刻ｔ３６（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない
画素４００（Ｓ３６でＮ）を、正常画素であると判定する（Ｓ５６）。
【０１２２】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４
０６を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能
性のある画素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１２３】
　なお、上記変形例１では、ステップＳ２６において、走査線４２６に、行順次走査にお
ける１水平走査期間の２倍の期間（２Ｈ）をパルス幅とするパルス信号を連続出力したが
、参照トランジスタ４０６のゲート－ソース間の接合形態及び抵抗値に応じて、２Ｈより
も長いパルス幅を有するパルス信号を連続出力してもよい。
【０１２４】
　なお、上記ステップＳ２６において、時刻ｔ０に走査線４２６及び走査線４２５にハイ
レベルの電圧を供給して、参照トランジスタ４０６及びイネーブルトランジスタ４０５を
同時に導通状態としたが、これに限られない。上記ステップＳ２６において、例えば、ま
ず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトランジ
スタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻ｔ０
１に、走査線４２６にパルス信号を連続供給し始め参照トランジスタ４０６を導通状態と
してもよい。これによれば、まず、時刻ｔ０～時刻ｔ０１において、実施の形態１に係る
駆動トランジスタ４０１の電流リーク検査方法が実現できる。そして、駆動トランジスタ
４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降にて、参照トランジスタ４０６の電流リーク検査
が実施される。これによれば、リーク不良画素の原因となるトランジスタを、より高精度
に特定することが可能となる。
【０１２５】
　［３．参照トランジスタの電流リークを検出する表示パネルの検査方法３］



(20) JP 6167374 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

　上記実施の形態３及びその変形例１に係る表示パネルの検査方法は、参照トランジスタ
４０６のゲート－ソース間またはゲート－ドレイン間の電流リーク不良を検出するもので
ある。これに対して、本実施の形態の変形例２では、参照トランジスタ４０６のソース－
ドレイン間の電流リーク不良を検出するものである。以下、実施の形態３の変形例２に係
る表示パネルの検査方法について説明する。
【０１２６】
　図２４Ａは、実施の形態３の変形例２係る画素回路の動作状態を表す回路図である。ま
た、図２４Ｂは、実施の形態３の変形例２に係る画素回路の動作状態を表す等価回路図で
ある。また、図２５は、実施の形態３の変形例２に係る表示パネルの検査方法を説明する
動作フローチャートである。また、図２６は、実施の形態３の変形例２に係る表示パネル
の検査方法を説明するタイミングチャートである。
【０１２７】
　まず、表示パネル制御回路１２は、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に、閾
値電圧Ｖｔｈ以下の初期電圧を印加しておく（Ｓ１７）。
【０１２８】
　次に、表示パネル制御回路１２は、図２６に示すように、時刻ｔ０において、走査線４
２５にハイレベルの電圧を供給して、イネーブルトランジスタ４０５を導通状態にする。
これにより、正電源線から電源電圧ＶＴＦＴを駆動トランジスタ４０１のドレインに印加
する。また、表示パネル制御回路１２は、走査線４２４、４２６及び４２７にローレベル
の電圧を供給して、選択トランジスタ４０４、参照トランジスタ４０６及び初期化トラン
ジスタ４０７を非導通状態にする。この状態で、参照電源線の電圧を、参照電圧ＶＲＥＦ

よりも大きい電圧に設定する（Ｓ２７）。ここで、参照電源線に供給される、参照電圧Ｖ

ＲＥＦよりも大きい電圧とは、駆動トランジスタ４０１のゲートに印加されたなら駆動ト
ランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以上となる検査電圧である。
なお、本ステップにおいて参照電源線に設定される電圧は、例えば、１２Ｖである。
【０１２９】
　次に、演算部１３は、ステップＳ２７で参照電源線に上記検査電圧が供給された時点に
は発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した画素４００が存在するか否かを検
査する（Ｓ３７）。
【０１３０】
　制御部１０は、参照電源線に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、当該時点か
ら所定の期間経過後に発光した画素４００が検出された場合（Ｓ３７でＹ）、参照トラン
ジスタ４０６にリーク電流が発生している画素４００、いわゆるリーク不良画素であると
判定する（Ｓ４７）。
【０１３１】
　本回路動作では、例えば、図２４Ｂに示されたように、参照トランジスタ４０６のソー
ス－ドレイン間に接合不良がある画素４００を検出することが可能となる。具体的には、
上記所定の期間の経過中に、例えば、参照電源線に有機ＥＬ素子４０２が発光する電圧（
＞ＶＲＥＦ）が供給されている。これにより、上記接合不良により参照トランジスタ４０
６のドレインからソースへとリーク電流が流れ出す。これにより、図２６に示すように、
駆動トランジスタ４０１のゲート電圧は、経時的に、参照電源線電圧へ向かって上昇する
。ここで、参照電源線の電圧は、上記検査電圧である。よって、図２６において、時刻ｔ
１７には、リーク電流が流れ駆動トランジスタ４０１のゲート電圧が上昇し始める。そし
て、時刻ｔ２７には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧Ｖｔ
ｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始する。そして、時刻ｔ３７、
つまり、上記所定の期間（時刻ｔ０－ｔ３７）経過後において、制御部１０は、リーク不
良画素の発光を検出する。
【０１３２】
　なお、ステップＳ２７において、参照電源線に設定される電圧が参照電圧ＶＲＥＦであ
ると、参照トランジスタ４０６のソース－ドレイン間にリーク不良があっても、駆動トラ
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ンジスタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈより大きな電圧へと経時変化し
ないことが想定される。よって、ステップＳ２７において参照電源線に設定される電圧は
、参照電圧ＶＲＥＦより大きなが電圧が設定される。
【０１３３】
　一方、制御部１０は、参照電源線に上記検査電圧が供給された時点には発光せず、時刻
ｔ３７（当該瞬間から所定の期間経過後）でも発光しない画素４００（Ｓ３７でＮ）を、
正常画素であると判定する（Ｓ５７）。
【０１３４】
　以上の検査方法により、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４
０６を高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する画素
を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１３５】
　なお、上記ステップＳ２７において、時刻ｔ０に参照電源線及び走査線４２５にハイレ
ベルの電圧を供給したが、これに限られない。上記ステップＳ２７において、例えば、ま
ず、時刻ｔ０において、走査線４２５にハイレベルの電圧を供給してイネーブルトランジ
スタ４０５を導通状態としておく。次に、時刻ｔ０から所定の期間経過後である時刻ｔ０
１に、参照電源線に上記検査電圧を供給してもよい。これによれば、まず、時刻ｔ０～時
刻ｔ０１において、実施の形態１に係る駆動トランジスタ４０１の電流リーク検査方法が
実現できる。そして、駆動トランジスタ４０１の検査の実施後、時刻ｔ０１以降にて、参
照トランジスタ４０６の電流リーク検査が実施される。これによれば、リーク不良画素の
原因となるトランジスタを、より高精度に特定することが可能となる。
【０１３６】
　（効果など）
　以上のように、本実施の形態に係る表示パネルの検査方法の一態様は、映像信号を反映
した信号電圧がゲートに印加されることにより当該信号電圧に対応した駆動電流を流す駆
動トランジスタ４０１と、駆動電流が流れることにより当該駆動電流に対応した輝度で発
光する有機ＥＬ素子４０２と、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ４０１のゲ
ートに接続されたスイッチトランジスタとを含む画素４００が行列状に配置された表示パ
ネル４の検査方法であって、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間に閾値電圧Ｖｔ
ｈ以下の初期電圧を印加する初期電圧印加ステップ（Ｓ１０）と、ゲート－ソース間に初
期電圧が印加された状態の駆動トランジスタ４０１のドレインに駆動電流を発生させるた
めの電源電圧ＶＴＦＴを印加する、または、スイッチトランジスタのソース及びドレイン
の他方またはゲートに、駆動トランジスタ４０１のゲートに印加されたなら駆動トランジ
スタ４０１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ以上となる電圧である検査電圧を印
加する検査電圧印加ステップ（Ｓ２０）と、ステップＳ２０が実行された時点では発光せ
ず所定の期間経過後に発光した有機ＥＬ素子４０２を有する画素４００を電流リーク不良
画素であると判定する判定ステップ（Ｓ４０）とを含む。
【０１３７】
　これによれば、駆動トランジスタ４０１または駆動トランジスタ４０１のゲートに接続
されたトランジスタにおいて電流リークが発生する場合、上記所定の期間の経過中に、上
記トランジスタのソース、ドレイン及びゲートの間でリーク電流が流れ出す。これにより
、駆動トランジスタ４０１のゲート電位が経時的に上昇する。結果的に、上記所定の期間
経過後には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大
きい電圧となることで、駆動トランジスタ４０１が導通状態となり、有機ＥＬ素子４０２
が発光する。よって、微小なリーク電流により経時的に変化するトランジスタを高精度に
検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する画素を有する表示パ
ネル４を流出させることを防止できる。
【０１３８】
　また、上記所定の期間は、全ての画素４００を走査する期間である１フレーム期間より
長い期間であってもよい。
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【０１３９】
　画素回路を構成する各トランジスタが、ソース、ドレイン、及びゲートの間で短絡不良
などを有する場合、当該短絡不良のトランジスタを有する画素は、駆動トランジスタのド
レインに電源電圧が供給された時点、または、駆動トランジスタのドレインに電源電圧が
供給された状態で駆動トランジスタのゲートに接続された周辺のトランジスタに所定の電
圧が印加された時点で輝点画素または滅点画素となる。しかしながら、微小なリーク電流
が流れるトランジスタにより経時的に不良へと転化するリーク不良画素を、上記時点で検
出することは困難である。これに対して、本態様によれば、上記時点では輝点画素とはな
らないが、１フレーム以上の期間経過後に輝点画素へと転化する可能性のあるリーク不良
画素を高精度に検査することが可能である。
【０１４０】
　また、上記スイッチトランジスタは、ソース及びドレインの他方が信号電圧を伝達する
データ線４３４に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ４０１のゲー
トに接続された選択トランジスタ４０４、及び、ソース及びドレインの他方が閾値電圧を
検出するための参照電源線に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ４
０１のゲートに接続された参照トランジスタ４０６であり、検査電圧印加ステップでは、
選択トランジスタ４０４と参照トランジスタ４０６とを非導通状態にし、データ線電圧Ｖ

ＤＡを有機ＥＬ素子４０２が発光しない電圧に設定した状態で、駆動トランジスタ４０１
のドレインに電源電圧ＶＴＦＴを印加し、判定ステップでは、駆動トランジスタ４０１の
ドレインに電源電圧ＶＴＦＴを印加した時には発光せず、所定の期間経過後に発光した有
機ＥＬ素子４０２を有する画素４００の駆動トランジスタ４０１を電流リーク不良である
と判定してもよい。
【０１４１】
　これにより、微小なリーク電流により経時的に変化する駆動トランジスタ４０１を高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１４２】
　また、検査電圧印加ステップでは、駆動トランジスタ４０１のドレインに電源電圧ＶＴ

ＦＴを印加した状態、かつ、データ線４３４の電圧を有機ＥＬ素子４０２が発光しない電
圧に設定した状態で、検査電圧を選択トランジスタ４０４のゲートに印加して選択トラン
ジスタ４０４を導通状態にし、判定ステップでは、選択トランジスタ４０４のゲートに検
査電圧を印加した時には発光せず、当該検査電圧を印加した時から所定の期間経過後に発
光した有機ＥＬ素子４０２を有する画素４００の選択トランジスタ４０４を、ソースまた
はドレインとゲートとの間において電流リークが発生した不良であると判定してもよい。
【０１４３】
　これにより、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４０４を高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１４４】
　また、検査電圧印加ステップでは、選択トランジスタ４０４のゲートに、行順次走査に
おける１水平走査期間の２倍以上の期間をパルス幅とするパルス信号を検査電圧として連
続印加することにより、選択トランジスタ４０４を間欠的に導通状態にしてもよい。
【０１４５】
　これにより、選択トランジスタ４０４のゲート－ソース間に接合不良形態がある場合、
選択トランジスタ４０４のゲートからデータ線４３４に向かって電流は流れず、選択トラ
ンジスタ４０４のゲートからソースを経由して保持容量素子４０３に向かって、いわゆる
ピーク整流された電流が流れる。このとき、駆動トランジスタ４０１のゲート電圧は、経
時的に上昇する。そして、所定の期間経過後には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソ
ース間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始
する。よって、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４０４を高精
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度に検査できる。
【０１４６】
　また、検査電圧印加ステップでは、駆動トランジスタ４０１のドレインに電源電圧ＶＴ

ＦＴを印加した状態で、検査電圧を参照トランジスタ４０６のゲートに印加して参照トラ
ンジスタ４０６を導通状態にし、判定ステップでは、参照トランジスタ４０６のゲートに
検査電圧を印加した時には発光せず、当該検査電圧を印加した時から所定の期間経過後に
発光した有機ＥＬ素子４０２を有する画素４００の参照トランジスタ４０６を、ソースま
たはドレインとゲートとの間において電流リークが発生した不良であると判定してもよい
。
【０１４７】
　これにより、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４０６を高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素４００を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１４８】
　また、検査電圧印加ステップでは、参照トランジスタ４０６のゲートに、行順次走査に
おける１水平走査期間の２倍以上の期間をパルス幅とするパルス信号を検査電圧として連
続印加することにより、参照トランジスタ４０６を間欠的に導通状態にしてもよい。
【０１４９】
　これにより、参照トランジスタ４０６のゲート－ソース間に接合不良形態がある場合、
参照トランジスタ４０６のゲートから参照電源線に向かって電流は流れず、参照トランジ
スタ４０６のゲートからソースを経由して保持容量素子４０３に向かって、いわゆるピー
ク整流された電流が流れる。このとき、駆動トランジスタ４０１のゲート電圧は、経時的
に上昇する。そして、所定の期間経過後には、駆動トランジスタ４０１のゲート－ソース
間電圧は、閾値電圧Ｖｔｈより大きい電圧となり、有機ＥＬ素子４０２が発光を開始する
。よって、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４０６を高精度に
検査できる。
【０１５０】
　また、検査電圧印加ステップでは、選択トランジスタ４０４と参照トランジスタ４０６
とを非導通状態にし、駆動トランジスタ４０１のドレインに源電圧ＶＴＦＴを印加した状
態で、データ線４３４の電圧を検査電圧に設定し、判定ステップでは、データ線４３４の
電圧が上記検査電圧に設定された時点には発光せず、当該時点からから所定の期間経過後
に発光した有機ＥＬ素子４０２を有する画素の選択トランジスタを、ソース－ドレイン間
において電流リークが発生した不良であると判定してもよい。
【０１５１】
　これにより、微小なリーク電流により経時的に変化する選択トランジスタ４０４を高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１５２】
　また、検査電圧印加ステップでは、選択トランジスタ４０４と参照トランジスタ４０６
とを非導通状態にし、駆動トランジスタ４０１のドレインに電源電圧ＶＴＦＴを印加した
状態で、参照電源線の電圧を検査電圧に設定し、判定ステップでは、参照電源線の電圧が
上記検査電圧に設定された時点には発光せず、当該時点から所定の期間経過後に発光した
有機ＥＬ素子４０２を有する画素４００の参照トランジスタ４０６を、ソース－ドレイン
間において電流リークが発生した不良であると判定してもよい。
【０１５３】
　これにより、微小なリーク電流により経時的に変化する参照トランジスタ４０６を高精
度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性のある画
素を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１５４】
　また、本実施の形態に係る表示パネルの製造方法の一態様は、駆動トランジスタ４０１
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と有機ＥＬ素子４０２とソースが駆動トランジスタ４０１のゲートに接続されたスイッチ
トランジスタとを基板上に形成する工程と、上述したいずれかの表示パネル４の検査方法
を含む。
【０１５５】
　これにより、製造工程において、微小なリーク電流により経時的に変化するトランジス
タを高精度に検査できる。よって、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化する可能性
のある画素を有する表示パネル４を流出させることを防止できる。
【０１５６】
　（その他の実施の形態）
　以上、実施の形態について述べてきたが、本実施の形態に係る表示パネルの検査方法及
び表示パネルの製造方法は、上記実施の形態に限定されるものではない。上記実施の形態
に対して、本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる
変形例や、実施の形態に係る表示パネルの製造方法を用いて製造した表示パネルも本発明
に含まれる。
【０１５７】
　また、上記実施の形態では、本開示の表示パネル４が有する画素回路構成の一例を挙げ
たが、画素４００の回路構成は上記回路構成に限定されない。例えば、上記実施の形態１
～３では、正電源線と負電源線との間に、イネーブルトランジスタ４０５、駆動トランジ
スタ４０１及び有機ＥＬ素子４０２が、この順に配置されている構成を例示したが、これ
らの３素子が異なる順で配置されていてもよい。つまり、本開示の表示パネル４は、駆動
トランジスタがｎ型であってもｐ型であっても、駆動トランジスタ４０１のドレイン及び
ソース、ならびに有機ＥＬ素子４０２のアノード及びカソードが、正電源線と負電源線と
の間の電流径路上に配置されていればよく、駆動トランジスタ４０１及び有機ＥＬ素子４
０２の配置順には限定されない。
【０１５８】
　また、上記実施の形態１～３において、選択トランジスタ４０４、イネーブルトランジ
スタ４０５、参照トランジスタ４０６、及び初期化トランジスタ４０７は、ｎ型であって
もｐ型であっても、両方の組み合わせであってもよい。
【０１５９】
　また、上記実施の形態１～３に係る表示パネルの検査方法及び製造方法では、有機ＥＬ
素子４０２を用いた表示パネル４を検査する場合を例に述べたが、有機ＥＬ素子以外の発
光素子を用いた表示パネル４の検査方法及び製造方法に適用してもよい。
【０１６０】
　また、本実施の形態に係る表示パネルの製造方法により製造された表示パネル４は、図
２７に記載されたような薄型フラットＴＶに内蔵される。本実施の形態に係る表示パネル
の検査方法及び表示パネルの製造方法により、出荷後に輝点不良または滅点不良へと転化
する画素の流出が防止された、高品質な薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　本発明は、特に、有機ＥＬ表示装置を内蔵する有機ＥＬフラットパネルディスプレイに
有用であり、画質の均一性が要求されるディスプレイの検査装置及び検査方法として用い
るのに最適である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１　　表示パネル検査装置
　４　　表示パネル
　１０　　制御部
　１１　　カメラ制御回路
　１２　　表示パネル制御回路
　１３　　演算部
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　２０　　カメラ
　３０　　記憶部
　４１　　表示部
　４２　　走査線駆動回路
　４３　　データ線駆動回路
　４００　　画素
　４０１　　駆動トランジスタ
　４０２　　有機ＥＬ素子
　４０３　　保持容量素子
　４０４　　選択トランジスタ
　４０５　　イネーブルトランジスタ
　４０６　　参照トランジスタ
　４０７　　初期化トランジスタ
　４２４、４２５、４２６、４２７　　走査線
　４３４　　データ線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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摘要(译)

摘要：一种显示面板检测方法，用于检查由于微小漏电流而随时间变化
的电路元件，具有高精度。  一种显示器，其中像素（400）包括用于通
过向栅极施加信号电压来驱动驱动电流的驱动晶体管（401）和用于在驱
动电流流动时用于发光的有机EL元件（402）以矩阵形式排列在面板
（4）的检查方法中，步骤S10，在驱动晶体管（401）的栅极和源极之
间施加等于或低于驱动晶体管（401）的阈值电压的初始电压，并在栅极
和源极之间施加初始电压步骤S20，当电源电压施加到驱动晶体管
（401）的漏极时，将电源电压施加到驱动晶体管（401）的漏极和不发
光的有机EL元件（402）并且步骤S40确定具有当前泄漏缺陷像素的像素
（400）。
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